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摘要(译)

本发明提供一种增快液晶反应速度的画素结构，包括：第一薄膜晶体
管、第二薄膜晶体管、上基板、与所述上基板相对设置的下基板、设于
下基板上的画素电极、设于上基板上的共同电极及设于下基板上的助力
电极，所述助力电极设于每两画素电极之间，所述第一薄膜晶体管具有
第一漏极、第一源极及第一栅极，所述第二薄膜晶体管具有第二漏极、
第二源极及第二栅极，所述画素电极与第二漏极电性连接，所述助力电
极与第一漏极电性连接。通过在下基板上加入助力电极，使得助力电极
与画素电极一定时间内具有一定的电压差，从而在当液晶从较水平状态
转换为垂直状态时提供一侧向电场，给予电场助力，增快液晶反应速
度，能够很好地改善3D影像的残影现象。
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